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' Vergleichsliste ) | 2o (10
Speicherschaltkreise - Ubersicht

Mit der Einflhrung immer leistungsfihigerer Mikroprozessoraysteme wichet der Bedarf an
Speicherkapazitlt sehr stark an.

Von den Leistungsmerimalen der eingesetzten Halbleiterspeicher wird mafgeblich die Erntu':-
leistung beatimmt.

Halbleiteraspeicher sind die Wegbereiter flir meue Techmologlen und zugleich Gradmesser flr
ihre Beherrschung.

In der vorliegenden Vergleichsliste sind zum Sortiment der Halbleiterspeicher des VEB Eombi-

nat Mikroelektronik und susgewiihlter U4SSR-Importe vergleichbare Typen des internationalen
Sortiments mit Aquivealenzangaben zusammengestelli. Das Speicherengebot umfaSt statische RAM -
bis 16 K sowle dynamische RAM, ROM und EPROM bis 64 K. .



U215 D

2115 A-2, Intel

U215 D1

1Kx1 U250 |}—ro

2125 A=-2, Intel

nhn_nl 140 ns

e L

._Fn_._na 140 ns

t,00" 70 no

U 2148 € 70 2148 H, Intel
U 2148 D 70 .
| U 2148 C 55 2148 H-3, Intel
U 2148 D 55 |
— U 214 D 20 2114=2, Intel
214 D 30 2114~3, Intel
U214 D 45 |—2114 , Intel

_ Us 224 D 20
D

HY 6514 B-8, Harris

| UL 224 D 30

it m_m.__ len Harris

nh_n_nu 300 na

tpoc= 250 na

nm_.ﬂﬂn 200 ns

A,_E__nu 200 ns

._.“E__.nu 250 ns

nhnnn. 450 ns

l._ 2K x 8 UL 6516 DG Mm_ HM 6516=5, Harris
[ 2K x 8 6516 DG 15 BN 6516-0, Harri
l { l I_ UL 6516 DG 15 A ¢
U 256 D ML 4116-3, Hostek
[U 2164 C 20 +
L m._ma & ME:._ll 2164 A 20, Intel
[U 2164 C 25 2164 A 25, Intel
U 552 C 1702, Intel
U555 C 2708, Intel
([PXx 8|V 2re 6 45 |__jz7is, Intel

.nh_unu 450 ng

EPROM
UV -léschbar

|

||— U 2716 ¢ 35

2716=-2, Intel

T16=1, Intel

__&_MMI 350 ns

V22T |—f752, Tntel
}—{T2732C 39 |—| 2732-4, Intex

{¥scc= 450 ns

—{ U 2732 ¢ 35 |—P732-3, T T
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(Die mit & gekennzeichneten Schaltkreise werden zur Zeit aus der UdSSR importiert)

—

r IS }-{16x4 J~ E551 K09 & H o faoe= B us )
16 x 3 }—{ & 155 R0 2 & » T . Pacc=%0ns )
. o H28 X T |- K155 R05 & HF 93410, Thoc= 0 15|

%

Statische

T
Bipolare

SGTH 256 x 1 K 505 R
| [FLeeH@=v{TRwmT | —Fage= 000 1 |

1 1T Kx 1 KR 565 RU 2 A, 102, Intel A=t, o= 400 ns
B~%, op= 800 ns

RAM
Unjpolare

. 561 : | CD 40671 A, RCA A-1, o= 600 ns
oy [ _ﬂ_ﬂ. ns
[HE 6504=5, Hitachl | [ A=t .= 300 55

. u...ﬁmm- 330 ns
(A 5504=5, Eitachi =%, onm 250 15
: wlﬁhmm- 160 ns

2107, Intel hln._ﬂnl 200 na

t 400 na
u..ﬁ% 300 ns

_ — WEx1 "k 505 RU 3 4,0 | [EK 4116, Hostek _ blﬂn& = 510 ns
1 & — . nl.nww_u.. 370 na

H_nl 200 ns
e e we— e
2118, Intel .ml#.._.._.k = 230 ns

NuOS

16 K x 1

F
:

64 K x 1 K 565 RU 5 w.a.n, 2164, Intel 3-t

2

Dynamische
Unipolare
X
=g
[ ]
38| 283

N
RE
23838
EEEERERE|REE

[
3
[ ]
\n
=]




Programmierbare ROM

mit elektr. Program-

mierung und elektr.

mierung und UV-

Léschen des Speichers

neichers

.ﬂbﬂﬂl 2 _.._‘.G.h_

¥a0c™ 450 ns

._“ﬁﬁﬂl 450 ns :

tpcc™ 450 ns

KR 558 RR 1 BOPAL~6000
K 573 RF 1 2708, Intel
K 573 RF 2 2716, Intel
K 573 RF 5 2716, Intel
X 573 &F 4 2764, Intel

ﬂhnn: 450 ns
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Speichergohalticeig-Ubergicht
Erliuterung der verwendeten Abkilrzungen:
¥
Bemerkungen: 1. be entstammt einer Ubersichtsinformation,Data, Vergleilchsliste oder Hhnlichen

Ausgiinge :

Unterlegen. Die Angaben komnten nicht an Orgimlunttrlmn Ubarpriift werdenl

2, Bauelement befindet sich zur Zeit noch im Angebot des Herstelleras. Diesse Angabe
stlitzt sich auf ektuelle Unterlagen oder der Data B6.

3. Die fnh-n-n.- n und die P tibilitit konnten an Orginaslunterlagen
Hhrgg werden. Weltergehande Betrachiungen wurden nicht durchgefilhrt.

4+ An Orginolunterlegen konnte fesigestellt werden, dal das ln.;lglbn.r-' Bauslgment

nicht pinkompatibel zum MFE oder SU=Importtyp iat.

5. Bauelement ist tibel, hat aber im V
ool pinkompa » ergleich zum MME- oder ZMD-Typ kein

75 = tristate Ausgiinge
0D = Open Drain Ausginge

Datenblattsammlung clektropische Bauslemente
Herausgebor: Iﬂhtﬂ Lﬂlihntionmntm Slektronik Berlin
L]

Mainzer Strafe 25

Berlin
1035
Statische RAM
Organi=- Tech= Aus= An- Versor- Iyp Harsteller Ver= Bemer=—
gotion pgriffe- nolo- ginge schliisse pungs- bffent= kungen
e Spannung. lichung
1024 x 1 450 ns MMOS 48 16 5V K 565 RU 2 Elorg/UdSSR DBS 1/86 2; 3
uz02D MAE/DDR 2; 3
2102 A~-4 Intel 2; 1
MHB 2102/2 CSSR 2; 3
CH 8102 EP Bulgarien 2; 3
ECY Ti02 Polen 2; 1
2102 B¢ i Ungarn 2; 1
WIN 2102-4 Rumiinien ' 2; 3
5 G 2102=4 China 213
2102 F Fairchild 2; 3
2102 P Pairchild 13 2
2102 LF Fairchild : ' 2; 3
) 2102 L Fairchild 2; 3
. 21 Loz F Fairchild 2; 3
* 21 L 02 H Fairchild 2y 3
H 2102 A=q 863 13 2
H 2102 AL=4 B8G8 1; 2
91 L 02 B AMD 1
91 L 02 BM AMD 1
9102 B AMD 1
9102 B AMD 1



Qrgani- Zu- Tech= Aug= JAn=- Yersor- DTyp Hersteller Ver= Damar-

sation griffe- nolo- glinge schlilase gunga-— Uffent= kungen
zolt gle Spannung lichung

WCH 6508-40 tletorola

Ll 2102=1 Hational

1D 2102 A=4 National

EM 2102 A-4 L Hational

fm 2102 AL=4 HEC Llikro

ki 3134 . foghiba

2102 A-4 Valvo, Signetlics

2102 Al=§ Valvo, Signetica

HS5 L 2102 AP=£{ .. Mitsubishi
5L 2102 5-4 Mitsubiahi
SIP 2102 A4 Synertek
SiC 2102 A-4 Symnertek
TS 4033721021 JL 21

BUS 4033/2102-1 L Y1

PR W e W W W W W W W W = R W w

2102-1 Signotics/Fhillips
2102 AL Signetica/Phillipas
2% P02 Sipnetics/Phillips
CDF 1321 itCafSolid State
1024 x 1 95 ns 0SS 0D 16 5V ugzis 3 oL L35 2/86 25 3
2115 a-2 Intel |
2115 aC-2 Intel 2; 3
2115 Synartek Ty 2
211% dipnetica/Phillips 3
2115 L Bignetics/Phillips 3
" 024 x 1 140 ns  NMOS 0D 16 5 ¥ U215 D 1 e DBS 2/86 23 3
1024 = 1 85 ns IOS 03 16 5 ¥ KR 132 iU 4 8 Elorg DBS /86 2; 3
_ 95 na U 225 D WL DDS 2/86 2; 3
1024 x 1 7O na HMOS 1S 16 BV 2125 a=2 Intel 2s. 3
2125 AL-2 Intel 2i 3
L] MCH 2125 A=Y0O lotorola 1
MO 27 L 25 A=TO Lotorola 1
2125 Signetica 3
2125 L Signetics 3
1024 x 1 55 ns KMOS 18 16 5V K& 132 5U 4 A Eloxrg D3s 1/86 2; 3
1024 x1 45 ns NWOS 78 16 5V 2125 A Intel 2; 3
2125 AL Intel 2; 3
HCA 2125 A=45 - Eotorola 1
HCW 21 L 25 A=-4%5 Liotorola 1
LS 2125 H-3 oK1 1
1024 = 1 740 ns NWOS 98 16 5%V U225 D1 BE D35 2/86 2; 3
4096 x 1 B85 ns NWOS 13 18 5V Kl 132 i 5 4 Elerg DBS 1/86 2; 3
4096 x'1 120 ng NMO8 T3 18 5% KM 132 RU S B Elorg D3s 1/86 2; 3
4096 x 1 70 ns IMOS I3 18 5Y 2147 A Intel 23 3
2147 AL Intel 13 2
214T H Intel 21 3
2147 HL Intel 13 2
ALl 2147=T0 AMD 1 2
AL 214T7-T0 ¥ AKD 13 2
All 21 L 47-TO0 U AMD 13 2
2147 Interail 1; 2
I 2147-70 T 1; 2
ML 2147 Watlonal 21 3
KM 2147 L Kational 23 3
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Oz -  iu- Tegh= Aug= An= Versor- Yyp - Herateller Var= Hemar-
aation grifis- nolo= giinge schllsse gungs- bffent~ kungen
zeit gie apannung lichung
' BIL 2147 2hoason CSP 13 2
i 2147 L ValC 1 2
SYC 2147 Synortek 2: 3
; 3XC 2147 & Symectek 2; 3
’ JUrD 2147-2 WEC i3
B 2147-TO doztel: 3
TIZI 315 D Loghibs 23 3
1024 x 4 55 na KE03 us 14 5Y U 2148 € 55 ZMD 2; 3
U 2148 u 55 2D 2y 3
2148 H=3 Intel 2¢ 3
2148 HL-3 intel g3
2149 II=3 tol 2: 3
Akl 2140=55 K ALL 271
£l 2148=55 AL 21
sii 2740=55 ul ALl 2 1
AE 2149-55 AuD 21
AL 2149-55 1 AD 2 1
A 21 L 48-35 XD 2
A 21 L 49-55 D 2 1
FUED 2149 HEC 2 3
/4PD 214955 VEC 2; 3
Uil 2148=1 = Liag & i
Uai 2§48 L=t Wi 2 1
Uk 2149=1 uLg g 1
T 2149 Let 1R &1
WG 2148 National 2: 3
BEC 2145 L Hdatlonal 23 3
Si 2149=3 Symertek 1
- Ik 2148-2 Hilachi 1
SCE 2714B=55 Lolorola L
EClU 2149-55 Lotérolu 1
. 3Y 2148-3 Symertek 5
LSd 2148-55 oK1 1
1024 x 4 70 ns iS5 18 18 5V U 23148 € 70 o 2; 3
uz il ZMD 2; 3
2148 H Intel 23 3
21458 HL Intel 2; 1
2143 I Intel’ 23 1
2149 HL . Intel 2; 3
i 2148 H Intel - 2 3
ENC 2148 ii Hational : 2; 3
ET 2148 Thomaon 051 1
UL 2148 Unic . 21
UL 2148 L Unic 23 1
W 2149 uMc 23 1
I 2149 L e 231
ALl 2148=T0 ALD 231
Ali 2148~70 ¥ ALD ;1
A 2149=-TO AXD 211
L 2149=T0 14 ALDD 21 1
A 21 1 48=70 ALD ’ 2 1
AM 21 L 49-T0 ALD 231
Hi 2148 L=6 Hitachd 1
gY 2149 Synertek 1

HCK 2148=T0 Motorola 1



Oz Zu= Tech= Aus~ An= Versor- Iyp Herateller Vor- Bema1-
pation griffe- nolo=- ginge achliisse gunga- tffent= Jungen
zelt gle Bpannung lichung
MCH 2149-TO Eotorola 1
ST 2148 Synertek 1
MK 2148 Hoatek 1
s 2148 OKI 1
1024 x 4 200 ns 1MOS T3 18 57V U214 D20 HE DBS 1/84 2; 3
v 1B 2114=-2 iumfinien 21 3
2114-2 Fairchild 2; 1
Ol B114 Bulgarien 2; 3
2114 L=2 Fairchild ey 1
5 G 2114=2 China 2; 3
A 9114 B AED 2; 3
5 G 2114=2 L China 2: 3
Al 9174 BE ARD 2: 1
ALl 9174 EPC ALD 213
A1 91 L 14 B ALD 2; 1
2114=2 Intel 2 3
2114 L 2 Intel 21 3
LCH 2114=20 Motorola 2; 3
MCH 21 L 14=20 lotorela 25 1
LH 2114-L 2 Sharp 2; 1
UL 2114 AL ULC 23 1
JUBD 2114 L-3 IEC 2; 3
YEED 314 APL~1 fYoshiba 21 3
T 314 AP=1 Toghiba 23 3
. SYC 2114 LV-2 Synartel 3
5IF 2114 LV=2 Synartek 3
- HM 472114 aA=2 * Hitachdi 2; 3
2614=-20 I Valvo, Signetica 3
2614=20 N Valvo, Signetica 3
ES5L 2114 LP=2 itaubiaghi Ay 2
H5L 2114 L3-2 Litaubighi 3 2
2114 L-2 OKT 23 3
.  TuS 4045-20 TI 3
. TES 40L 45-20 L 3
KK 4114-3 Hostek 1
M3 8114 EL Fujitsu 1
1024 x 4 300 ns MO8 TS5 18 57 U 214 D IE D35 1/84 2; 3
N 21143 susfolen 2; 3
2114=3 Fairchild 1; 2
2114-3 . Intel 2; 3
2114-3 K Fairchild 1; 2
HCH 2114=30 dotorola 23 3
MCH 21 L 14-30 Lotorola 1; 2
AM 9114 C AMD 23 3
Al 9114 CH ALD 2; 3
AM 9124 C AMD 231 3
AN 9124 CH ALD 23 3
AM91L14C AD 2; 3
AN 91 L 14 CM AD 2; 3
Al 919 L 24 C AND 21 3
AM 91 L 24 CH AND 2} 3
HM=-472114=3 Hitachd 21 3
SYP 2114 LV=-3 Synertek v 3
SYC 2114 1Lv=-3 Symertek 3
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Zu=- Tech= Aus~ An= Versor- Typ Harateller Ver= Bamer-
gation griffs=- nolo= glinge schliisse gungs— tffent- kungen
zeit gle Spannung 1ichung
2614=25 I Valvo, Signetica 3; 2
2614=25 F Valve, Signetics 3; 2
2614=25 B Valvo, Signetics 2 2
5L 2114 LP=3 - Mitsubishi 3 2
S5 L2114 L83 Hitsubiashi 3 2
fu!]:' 2114 Le1 HEC 3 2
18K 2114 1I-3 ORI 25 3
T6S 40 L 45-25 TI 3
’ TUS 40 L 45=30 I 3
TS 4045-25 I 3
\ TS 4045=30 I , 3
A N4 AP=3 Ioshiba 2; 3
Teli 314 APL-3 Toshiba 2; 3
“HE 411%-5 MosteXk 1
MB 8114 HL Pujitau 1
1024 x 4 450 ng MOS T8 18 5V U214 D 45 iy DBS 1/84 2; 3
- HEN 2114 ftumiinien 2: 3
2114 Fairchild 2; 1
56 21144 China 2y 3
2114 L Fairchild 2; 1
56G 2114=-4 L China 2; 3
f 2114 W Fairchild 2; 1
2114 Intal 2; 3
MCM 2114=45 lotorola 23 1
HCH 21 L 14=-45 Motorola 23 1
AM 9114 D AMD 2; 3
AM 9114 B AND 2; 3
Al 9124 B - AlD 2; 3
AM 9124 B AND 2; 3
AM 91 L 14 3 ALID 2; 3
AN 91 L 14 BHu ALD 23 3
AN 91 L 24 B AXD i 3
AM 97 L 24 BM AHD 2; 3
HE 4T72114=4 Hitachi x 2 -
SiC 2114 IV dynertek 3
SYP 2114 1LV Synertek 3
2614=45 I Valvo, Signetica 21 3
2614=45 7 ' Valvo, Signetics 2; 3
2614=45 K YValvo, Bignetica 21 3
HS5L 2114 1Lp . Witsublshi 2
M5L 2114 LS Mitsubighi 2
JUED 2114 L REC 2; 3
LSH 2114 L OKI 23 3
THS 40 L 45=-45 I 3
THS 4045=45 i 3
THM 314 AP Toshiba 23 3
™M 314 APL Toghiba 23 3



10

Art Aug- An- Versor- Typ Hersteller Ver- Bemer=

Orgam.- Zu-
sation pgriffe- ghinge schlllsse gungs— tffent- kungen
seit gpannung ' lichung
1024 x 8 450 ns UV-
léach~- ;
bax 8 24 5 V/26 VY K 573 RP 1 ELORG DBS 1/86 25 3
26 VU555 € A 25 3
26 ¥ LM 2708 Kational 3
26 V ESM 2708 AS OKI 2; 3
2708 ALID : 1
= 26 V Hi 452708 llitachi 3
AM 9708 A0 1
F 2708 Fairchild 3
P 68708 Fairchild 1
26 vV M 2708 Intel 1
4 ; 26 V Z'foB Intel 3
26 VM 5 L 2708 S Mitsubishi 21 3
26 VU 58732 8§ Mitaubiashi 2; 3
HCH 2708 lotorola 3
MCH 2T A 08 L Hotorola 3
MCH 68708 M otorola 1
HOM 68708 dotorcla 1
INS BT08 Hatiocnal 1
2708 Signetic 3
W 2708 Panasonic 1
M4s 27T L o8 L 3
Tis 2708 L 3
T 322 Tosghiba * 3
ME 2708 loatal 1
HE B518 Pujiteu 1
2048 x 8 450 ns UV-
y ltsch=- .
bar 3 24 5 ¥/25 Y K 573 BF 2 ELORG DBS 1/86 2; 3
25 VES57T3 RP 5 ELOHG DB3 1/86 2; 3
25 VU216 C45 LB DBS 1/85 2; 3
25 ¥ 2716 Intel 2; 3
25 VM 2716 Intel 2; 3
25 T M 2716 Hational 21 3
25 VM 2T16 B Hational 2; 3
25 VMG 27 € 16 Hationol 2; 3
25 V MM 2716 M National 2; 3
25 ¥ ESU 2716 AS OKI 21 3
THS 2516=45 T 23 3
_ ET 2716 Thomson OSF 2 1
25 ¥ A 2716 - AND 2; 3
257 /um 2716 REC 21 3
25 V 8YC 2716 Synertek 2t 3
P 2716 Pairchild 23 1
P 68716 Fairchild 23 1
MB 0516 Fujiteu 1
2 25 V HN 462716 Hitachi 2; 3
- 25 V HN 462716 @ Hitachi 2; 3
MEM 2716 Pujiteu 1
25 VM 5L 2T16 K Mitsubishi 2y 3
25 ¥ MEB 2716 Mostek 2; 3
25 ¥V MK 2716-8 Moatek 2; 3
MCM 2716 AL Motorola 21 3



-
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Orﬁﬂni- Zu= Art Aug= An- Versor- Iyp °  Horsteller Ver-— Bemer-
gation griffe- glinge achlilsse gungs- Uffent-= Lkungen
gait Spannung . lichung
2048 x 8 390 na V- i
lésch=- .
bar '8 24 5 V/25 V U _2716 C 39 ‘e DE3 1/85 2; 3
25 V HH 462716=2 Hitachi 21 3
25 ¥ 2716=2 Intel 2; 3
25 ¥V Ml 2T16=2 Hational 253
. 25 V MK 2716=7 iostek 2; 3
NMC 2T C 16=2 Hational 21 1
25 V SYC 2716=2 Synertek 2; 3
2048 x B 350 na UV=
l¥sch=
bar I8 24 5 ¥/25 ¥V U 2716 C 35 ME DBS 1/85 23 3
25 V¥ 2716=1 Intel 2; 3
25 V I 2716=1 Hationaml - 2; 3
TMS 2516-35 TI 21 3
ET 2716=1 “homaon C3F 21 1
F 2716-1 Fairchild 23 1
, MEI 2716 H Pujitsu 2; 1
Bl 6T16-2 Harris 2; 1
HE 6716-9 Harris 251
25 ¥V MK 27T16=6 kostek 213
UCE 2T16-35 Motorola 23 1
HCM 27 L 16=35 lotorola 24 1
L 2716-1 liatiocnal 211
MG 27 € 16-1 Nutional 2311
25 ¥ 81C 2716=1 Sinertek 2; 3
M8 2516=35 I 231
. M 2716 F 1 308 ATES 23 1
TER 323 D=1 Toghiba 2; 1
25 VHSL 2716 K Witsubiahd 2; 3
4096 = & 450 ns UV=
l8ach-
bar 8 24 5 V/25 V U 2732 ¢ 45 ME DBS 2/87 25 3
AN 2732 A=45 M AMD ! 231
P 25 Vv HN 462732 Hitachi _ 23 3
21 V 2732 A~4 Intel 2; 3
25 ¥ ET 2732 Burotechnic 21 3
HUC 27 ¢ 32-45 Eational 23 1
25 ¥ HEC 2732 Wational 2; 3
ME 8532 Fujiteu 1
NS 2732-45 b 231
¥ 2732 Fairchild 21 1
MEY 2732-45 Pujiteu 27 3
M5L 2732 K Miteubishi 2; 3
‘,urn 2732 NEC Mikro 2; 3
MSM 2732 OKI 2; 1
25 V I 2732 Toghiba 21 3
UM 2732=5 Universal 211
HH 462532 Hitachi 2; 4
M 2532 363 2; 4
TMB 2532-45 I 25 4
TME 25 L 32 I 27 4
MCH 2532 Motorola 2; 4
' RMC 2532 Hational 2; 4
e 2532-5 Universal 2; 4
2732 Intel : 2; 3
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i

Oreun‘l.- Zu= Art  Aus- An- Versor- Typ Hersteller Ver- Bemer-
sation griffa- gHnge achlilase gungs- Effent- kungen
zait spannung lichung
4096 x 8 390 na V-
ldach-
bar T3 24 5 V/25 ¥ L2732 C 39 LIME DBS 2/87 2; 3
25 V 2732-4 Intel 21 3
Al 2732=1 ALD 1; 2
MM 2732=35 Fujitsu 2; 3
MCE 2532-35 Motorola 2; 4
TS 2532-35 8 2; 4
U 2532 Upiversal 2;: 4
s 2732 Univeraal 14 2
25 Vo1 2732 D Toshiba 2; 3
25 ¥V BT 2732-3 Burotechnic 2; 3
4096 x 8 350 ns UV- '
1dach=-
bar T8 24 5 V/25 V U 2732 € 35 LBE DBS 2/87 2; 3
MG 27 € 32=35 National 2; 1
21 ¥V 2732 A=30 Intel 2 3
25 V 2732-3 Intel 2; 3
AH 2732-1 AND 1; 2
MBI 2732-35 Pujitou 2; 3
U 2732 lniversal 1; 2
25 V M8 2732 D Toshiba 2; 3
25 ¥V BY 2732-3 Eurotechnie 2; 3
H 2532-1 565 2y 4
TMS 2532-35 TI 2; 4
& MOLL 2532-35 Motorola 2; 4
TS 2532=35 2 48 2; 4
UE 2532 Universal 23 4
8192 x 8 450 na UV=-
lbsch=
bar TS 28 s v/
21,5V EKS571REF 4 3 ELCRG, UASSR DBS 2/87 2; 1
All 2764 A=4 ALD 23 1
All 2764 A=45 M ALD 2; 1
¢ 21 V 2764=4 Intel 2; 3
21 V 2764=45 Intel 2; 3
JuED 2764=4 NEC 2; 1
LM 2764 A OKI 2; 3
2764~45 SEEQ 2; 1
5133-450 JEEQ 2; 1
H 2T64=45 SEEQ 25 1
M 2764=4 563 2 1
THE 2764-45 T 23 1
THS 2564=50 TI 21 4
ET 2764=4 Thomson CSF 21 1
21 V HN 482764 G=4 Hitachi 2; 3
8192 x 8 300 ns UV=-
* ldach-
bar 73 28 5v/
21,5V KSI3RP4 A BLORG, UdSSR 2; 3
AM 2764 A=3 ABID 23 1
AM 2764 A-30 ALID 25 1
MBlE 2764=-30 Pujiteu 2; 3
LA 2764=30 X Fujiteun 2; 1
21 ¥V 2764=3 Intel 27 3
21 ¥ 2764-30 Intel 2; 3
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Orgm.!.- Aus= JAn=- Versor- Iyp Harsteller Ver= Bemar-
ion gﬂ.ﬂi- giinge schlllsse gunga=- Bffent= kungen
gpanmng lichung
quI 2764=3 HEC 2; 3
2764-3 SBEQ 2; 1
2764-30 . SEEQ 251
5133-300 JEEqQ 23 1
BI 2764-3 Thomaon CSF 251
21 V HN 482764/G-3 Hitachi 2; 3
21 VHS5 L 2764 E-3 Mitsubishi 25 3
TIOI 2764 D Toshiba 2; 3
Gl 2764 DI Toshiba 2; 3
-
PROM
Organi- Art Aus= An= " Versor- 1Typ Hersteller Ver- Bemerkungen
gation sriﬂ'n— giinge schlilsee gungs=- dffent=-
zelt gpannung lichung
2048 x B 450 ns her-
ateller-
programmiert IS 24 5V U 2616 D 45 ME DBS 1/85 2; 3
2048 x B 390 na her=
pteller=
programmiert 18 24 5¥ U 2616 D 39 MuE DBS 1/85 2; 3
RO i
- Zue= Art Aus~ An- Versor- Iyp Hersteller Yer- - Demer=
gation griffa- ginge schiliese gunge=- dffent= kungen
zeit Spannung lichung ’
8192 x 8 450 ns masken= )
programmiert T3 28 5V U 2364 D 45 1B DB3 1/85 2; 3
I 2364 A Intel 3
8192 x 8 300 na masgken=- :
programmiert T3 28 5V U 2364 D 30 MEE Das 1/85 2; 3
I 2364 A Intel 3
8192 x 8 300 na masken-
programaiert T8 28 5V U2365D 30 0@ DBS 1/85 2; 3
8192 x 8 450 ns masken- :
programmiert TS5 28 5V EME DBES 1/85 2; 3

U 2365 D 45



Btatische RAM CMOS

14

MKB 6116 L-84

Orza.n:l.- Zu= Tech= Augs- An=- Versor- ‘Typ Herasteller Ver= Bapar=
sation griffs- nolo- glinge aschlilase gungs- tffent= kungen
zalt gie spannung lichung
256 x 1 950 ns CHOS Y5 16 6-12VES61LHUZA ELORG Dns 2/87 25 3
CD 4061 A HCA 3
1024 x 1 300 ns CLO8 18 16 5V KM 537 RU 1 LLORG DLs /86 2; 3
. KH 537 RU 1 ELORG D33 1/86 2; 3
4096 x 1 300 ns CMOS 13 18 5V K& 537 RU 2 A ELOAG DBS 2/87 2; 3
Hi 6504=5 Hitachi 2; 1
I 6504=0 Hitachi 2; 1
HE 5504=9 Hitachi 2; 1
HU 6504 C=9 Hitachi 251
WHC €504=5 Mationel 2; 3
L3 5104=3 OKI 233
Ol 5104/1 R2 ACA 21 1
10 5504 AP=3 Toghiba 21 3
2C 5504 Pl=3 Toshiba 23 1
¥¢ 5504 F Toshiba 3; 2
TC 5504 AD=3 Toshiba 27 3
1024 = 4 200 ns CMOS 15 18 57" Us 224 D 20 HWF D33 1/84 2; 3
YL 224 D 20 HWF . Dag 1/84 25 3
HU 6514 B-8 Harris 2; 3
Hil 6594 3=9 Horris 3
H8H 5114=2 OKI 24 3; 5
iliB 5114=3 ROA 254
" LH 2114 aL=20 Sharp 2; 1
SCU 2114 AL-4 5338 231
BCL 21 € 14=4 858 231
P 5513 A=20 Toghiba 21 1
TC 5514 iD foshiia 2; 3 5
¢ 5514 AP Toshiba i 33 5
; JUED 444/6514-3 NEC 2; 3
1024 x 4 300 ns CUO8 S 18 5V UL 224 D 30 HWP D33 1/84 2; 3
HM 6514=5 Harris i 3
HE &514=08 Harria 2; 3
HE 6514 C=9 Harris 2; 3
LSH 5114=3 0T 2t 1 5
CLl 5114/1 RZ ko4 21 1
L8 5114=1 RCA 2; 1
IC 5514 &=3 Yoaghiba 235 1
IC 5514 AL=3 Toshiba 23 1
I 6514=9 Hational 2; 3
f HUC 6514=2 Hational 2; 3
HM 4334/P=-3 Hitachi 2; 3
HiZ 4354 P=3 L. Hitochi 2; 3
JUPD 444/6514-1  HEC 2; 3
2048 x A 250 na CEO3 T8 24 5V UL 6516 DG 25 . ZMD 2; 3
Hi 6516=5 Harris 2; 3
M3 8416=25 ¥ Pujitsu 2; 3
ME 48 Z 02-25 loatek 243
MKB 6116=84 Mostek 2: 1
Uostek 23 1
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O - Zu= Tech- Aus=- An=- Versor= Iyp Herateller Ver=- Bemax=
sation griffe- nolo- ginge achlilpse gunge- Uffent=- kungen
zait gle spannung lichung
446 HEC 2: 1 5
fm 447 HEC 2; 4
;u!‘h 4491 HEG 2; 4
JUPD 449 G-49 HEC 2; 4
MSM 5126~25 OKI 25 1
ESL 5128-20 © OKI 21 1 5
CDM 6116 A=3 RCa 21 1
2 8RN 2016 C=-25 S=1103 2y 11 5
SRE 2017 C=25 S=-M03 2; 4
SR 2018 C-25 S-M08 2; 4
TC 5516 A Toshiba 2; 4
TC 5516 AL Toghiba 2; 4
TC 5517 4 Toshiba 21 1
TC 5517 B=25 Toshiba 2; 1
IC 5517 BL~25 Toshiba 211
TC 5518 B=25 Toghiba 2} 1
TC 5518 BL-25 Toshiba 211
B 8417 Fujitsu 2; 1
KB 8418 Pujitsu 21 1
Hi 6116-4 Hitachi 2y 1 5
HE 6116=25 Hitachi 2; 31 5
81 0 28-200 Intel 23 1
81 C 28 L-200 Intel 21 1
KSLI 5129=-20 OKI 25 1
HE 6117=4 HitacHi 2; 4
2048 x B 150 ng CMOS IS 24 57 U- 6516 G 15 Z¥MD 2; 3
UL 6516 DG 15 Zup 2 3
Hii 6516-8 Harris 2; 3
HM 6516=9 Harris 2; 3
LB 8416 A=15 Fujitau 2y 1 5
HB B416 A=15 L Fujitsu 25 1
MB 8417 A~15 Pujitsu 231
HB 8417 A4=-15 L Pujiteu 23 1
B 8518 A-15 Pujitau 23 1
MB B418 A~15 L Fujitau 21 1
i HE 6116=3 Hitachi 2; 4 5
B 6116=15 A Hitachi 2y 1 5
IDT 6116 I~150 IpT 21 1 5
IDT 6116 I=150 B  IDT 21 1 5
IDT 6116 8=150 Inr 21 .31 5
IDT 611 8=150 B  IDT 2 11 5
EE 48 Z02-15 Mostek 2y 11 5
MEB 4817-82 Hoatek 23 1
EXB 4817-83 Hoatek 21 1
MEB 4817-84 Eostek 2; 1
MEE 6116-82 Mostek 251
MKB 6116 IL-82 Hoatek 2; 1
JUPD 446=3 HEC 2§ 341 5
. fu!b 449=-3 KBC 23 4
M3 5129-15 OKI 2; 1
MSM 5128-15 OKI 2; 1 5
COM 6116 A-3 RCA 231



16

Zn= Tech=- Aus= An=- Yersor- Iyp Harateller Ver= Bamex—
sation griffs- nolo- giings schliisse gungs- : ) dffent= kungen
geit gle . Apannung . lichung
CDM 6117 A=3 RCA 211
CDM 6118 A=3 RCA 2; 1
SRM 2016 0=15 8-M03 2 11 5
SEM 2017 C=15 5=3103 2; 4
SRM 2018 C=15 8-M05 4 2; 4
EM 6816=15 Samsung 23 1
LH 5116=15 Sharp 2 1
LH 5117=15 Sharp 2; 1
LH 5118=15 Sharp 23 1
SCM 6116=3 ss8 23 1
S0 6116 L=3 833 i 231
% HHi 6516 C=8 Harris 23 3
HHE 6516 B=8 Harris 2; 3
EM 6516 B-9 Harris 2; 3
HY 6116=12 . Hyundai 25 1
HY 6116 L=12 Hyundai 251
MA 6116 803 crI 23 4
HM 6117=3 Hitachi ' 2; 4
Dynsmische RAM
Drgani- Zu=- Tech=- Aus- An- Versor- Typ Hersteller Ver— Beme'T=
sation griffe- nolo- glinge schlliase gungs- tffent- kungen
zeit gle : spannung , ' lichung
4096 x 1 200 na 1MOS 75 22 12 v,
tsv EK565RUIA ELORG, UdSSR DBS 1/86 2; 3
2 2107 C=2 Intel ~ 3
90 L 60 B Aam 1
MM 5280 Hational 3
fm 411 A=2 HECQ Kikro 3
ful'l.'l 411=2 HEQ Likro 3
TUM 414 * Toshiba 1
TS 4060=2 . I 3
; 2680 Signeticas, Phillips 3
16384x1 200 ns _MMOB Iy 16 12V, '
. tsvy ES65RUIG ELORG DBS 1/86 23 3
u2ssn MAE 2; 3
ME 4116=3 Mostek 23 3
U 116 PO Ungarn . 25 1
N 4116=3 Fumiinien 23 3
M5K 4116 P=3 Eitsubishi 2;5-3
2690-2 Signetics 2: 3
HM 4716 A=3 Hitachi 2y 3
MSM 3716-3 AS/RS OKI 2; 3
THS 4116=15 T 2 3
MCM 4116=20 Hotorola 21 3
4116 C=3 Motorola 1
JUED 416-2 . HEC Mikro 2; 3
TMM 416-3 Toshiba 23 3

MB B116 B Fujitsu 2; ]
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Orfa.ui- Zu= Tech= Aus- An=- Versor= Typ Hersteller Ver- Bemer=-
sation griffs- nolo=- ginge schlilase gunge=- dffent- kungen
zeit gle EpBnIuNg lichung .
kM 5290-3 Tational, 23 3
%= Semiconduktor
: E 4116 P 8G8 ATES 23 3
EF 4116 B Thomeon OSF 2; 2
F 16 E=3 ' Fairchild 1
F 4116=3 Fairchild 23 3
2117=3 Intel 2; 3
2 6116=2 Zilog 21 1
HCK 4517=-20 Motorola 241
AM 9016 B AMD 25 3
ITT 4116=3 ITT 2; 1
MK 4116 H=3 AL Hostek 23 3
HYB-4116=3 Siemens 25 1
HYB 4116=P3 Biemens 2; 1
S8 4116=20 I 2; 3
M 4116 Panasonic 21 1
SCE 4116=3 ¥ It a1 1
2690-3 Valvo 2; 3
ET 4116=3 Burotechnique 2; 3
IM T116=3 Intersil )
16384x1 300 na IMOS 13 16 ;25?; o SR 24
MK 4116-4 Mostek 21 3
U 116 PC Ungarn 23 1
LHB 4116 CS3R 2) 3
MW 4116=4 sumiinien 2; 3
H 5K §116=4 Mitgubishi 2; 3
2117=5 Intel 2y 3
HE 4716 A=3 Hitachi 21 3
TS 4116~25 Texes Instruments 2; 3
MB B116 B Pujitesu 2; 3
MCH 4116 B=30 Motorola 27 3
MCE 4116 C-4 Motorola - 1
fu:m 416 HEC 25 3
ThM 416=4 Toshiba 23 3
AM 9016 C AMD 23 3
F 16 E=3 Fairchild 1
F 4116=4 Fairchild 21 1
ET 4116=4 Burotechniqus 2; 3
ITT 4116=4 I 2; 1
2690=4 Yalvo 2; 3
i 4116 Panasonic 231
HY2 4116=4 Siemens 2; 1
HYE 4116=-P3 Siemens 21 1
ME 4116=4 Mostek 23 3
TMS 4116=25 TI 24 3
IH T116=4 Intersil 1



8

Organd-. Zu- Tech=- Aug=- An- Versor- Typ Herateller Ver- Beme r—
satica griffs- nolo- ginge schlllase gungs— dffent- kungen
zeit gle gpannung lichung
16384x1 120 no MNMHOS I3 16 5V K 565 RU 6 B ELORG, UdSSR DBS 1/86 23 3
211R=4 Intel ' 23 3
JII;u.'l’l:t 2118=2 HEC Mikro 2; 3
NMC 5295=4 Hational 2; 3
MB 8118=12 Fujitau 25 1
HM 8416 AP-4 Hitachi 2; 3
HM 8416 A-4 Hitachi 21 3
MK 4516=12 Mostek 2; 3
MCU 4517=-12 Motorola 2; 1
: uB 8117-12 Fujitsu 2; 1
16384x1 150 ns NMOS T8 16 5V K 565 RU 6 W ELORG, UdSSR DBS 1/86 2; 3
2118=7 Intel 24 3
MK 4516=15 Eostek 23 3
MCH 4517=15 Motorole 23 1
KB 8117=15 Fujitsu 23 1
MB B118=15 Fujiteu 2; 1
HM 4816 A-T Hitachi 2; 3
HM 4816 AP-7 Hitachi 2y 3
M 2118=T Intel =k 1
J"m 2118 REC Eikro 23 3
16384x1 200 ns HMOS TS5 16 5V K 565 RU 6 G ELORG, Uds3a DB3S 1/86 2; 3
2118=T Intel 2; 3
HB 8118-12 Fujitau 2; 1
ME 4516=20 Uostek 2t 3
MCL 4516=20 liotorola 23 1
MCH 451T7=15 Motorola 21 1
65536x1 120 ns M08 TS 16 5V K 565 RUS B ELORG, UdSsh DBS 1/86 23 3~
2164 A=12 Intel 2; 3
F 64 E=12 Fairchild 2; 3
kB 8264-12 Pujitsu \ : 25 3
MB 8265 A=12 Fujitsu 231
UB 5266 A=-12 Pujitsu 2; 1
GM 7164 P=12 Goldstar 23 1
K 4164-12 Moatek = 231
HN 4864 A=12 Hitachi 2; 3
ISM 2600=12 Iomog 23 1
MT 4264-12 KMicron Tech 25 1
" MK 45 H 64=12 Mostek 2; 3
MKB 45 H 64-81 Moatek 2 1
HMC 4164=1 National 2; 3
qui 4164-12 HEC 2; 3
MSH 3764=12 OKI 2t 3
KM 4164 A-12 Samsung 23 1
KK 4164 B-12 Samsung 21 1
SMJ 4164-12 Texas Instruments 2; 1
THS 4164~12 Texas Instruments 2: 1
TMN 4164=2 Toshiba 2; 1
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Organi= Zu= Tech= Aus=- An- Versor- Typ Herasteller Ver= Bamer-
gation griffe- nolo- glinge achlilsse gunge- tffent- lkungen
zeit gle apannung lichung
150 ne MMO0S 18 K 565 RUS W ELORG, UdSSh 2; 3
2164 A=-15 Intel 2; 3
F 64 K=15 Fairchild 23 1
MB B264 A-15 W Fujiteu 2; 3
HB B265 A~15 Fujitau 2t 1
HB B266 A-15 Pujitsu 2; 1
Ti64 P=15 Goldastar 23 1
HH 4864=-2 Hitachi 23 3
HM 4864 A-15 Hitachi 2; 3
IHS 2600=15 Inmos 23 1
HT 4264-15 Micron Tech 23 1
WE 4564=15 ioatek 2; 3
HE 4164=15 Hostek 23 1
MEB 4564-82 Hostek 2; 3
MER 45 H 64-82 Moatek 2; 1
MKJ 4564-92 Mogtek 2; 1
HCH 4164 B=15 Motorola 23 1
HCM 6665 B=15 liotorola 2; 1
MCH 6664=15 Motorola 231
HMC 4164-2 Hational 23 3
JuPD 4164-3 HEC 23 3
MSM 3764=15 OKI 2y 3
L 4164=1% Penasonic 2; 1
KM 4164 A-15 Samsung 2; 1
KM 4164 B-15 Sameung 2; 1
HYB 4164=2 Siemens 2;: 1
SMI 4164=15 TI 23 1
TMS 4164=15 I 2; 3
TN 4164=3 Toashiba 2; 3
2164=15 Intel 23 3
K 5K 4164 HN53~-15 |Mitsubishi 2; 3
0 ne w3 22 L, 8 &
ZND
K 565 BRU S5 G ELORG, U4dSSR 2t 3
2164 A=20 Intel 2; 3
ME 4564-20 Uostek 2; 3
P 4164-20 Fairchild 2; 1
F 64 E=20 Pairchild 2; 1
MB 8264 A=20 W Fujitsu 2; 3
‘HM 4864-3 Hitachi 23 3
HM 4864 A=20 Hitachi 2; 3
ME 4164-20 Mostek 2; 1
HT 4264=20 Micron Tech 23 1
MEB 4564~83 Moatek 23 1
MKB 45 H 64~83 Mostek 2; 1
CM 6664 B=-20 Motorola 23 1
NMC 4164-20 National 2; 3
J,I:I.P‘!I:I 4164=2 NECQ 2: 3
M3 3764=-20 O0KI 25 3
ME 4164=-20 Panasonio 23 1
EM 4164 A=20 Samsung 2; 1
HYB 4164=3 Siemens 231



- Zu- Tech~ Aus=- 4n=- = Versor- Typ Hersteller EK " Bemer-
sation ﬂﬁ’!ﬁn gﬁu- ghinge schliisse gungo=- o nt= kungen
TS 4164=20 TI 23 3
K 5K 4164 NS-20 Mitsubishi 21 3
T8 4164=20 Thomson OSF 2; 3
) THI: 4164 C=4 Toshiba 23 3
65536x1 250 ns XNMOS 8 16 5V U 2164 C ZMD DBS 1/85 23 3
ES65 RUSD ELORG, UdS3SR DBS 1/86 2; 3
2164 A=25 Intel 2; 3
MK 4564-25 Hostek 1
MKB 4564=84 lioatek 1
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